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@ CIRCUIT D'ATTAQUE POUR PANNEAU D'AFRCHAGE. 

@ Ce circuit d'attaque d'une charge capacitive (C2), as- 
sure un fonctionnement plus rapide et plus efflcace qu'un 
circuit de recuperation d'energie pour reduire I'energie Inef- 
ficace des impulsions appliquees. Un circuit de recuperation 
d'6nergie (C3, L1) est connects a. une premiere Electrode 
(TP1) de la charge capacitive, k laquelle les impulsions sont 
appliquees. On ajoute deux commutateurs de fixation du ni- 
veau de la tension (S1 , S2) connectes a I'autre borne du cir- 
cuit & bobine et condensateur, relies aux bornes respectives 
(-, TP3) de J'alimentation. 
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CIRCUIT D'ATTAQUE POUR PANNEAU D'AFFICHAGE 



CONTEXTE DE L' INVENTION 

La presente invention concerne des circuits 
d'attaque pour panneaux d'affichage tels que des 
panneaux d' af f ichage a plasma et des panneaux 
5 electroluminescents, et plus particulierement des 
circuits d'attaque de charge capacitive permettant la 
recuperation de la puissance de charge et de decharge 
de la capacite electrostatique d'un panneau 
d'affichage. Plus precisement, la presente invention 
10 concerne des circuits d' attaque de charge capacitive de 
type a recuperation d' energie pour appliquer des 
impulsions a des charges capacities, qui peuvent 
fonctionner plus vite que les systemes de i'art 
anterieur, avec moins de puissance reactive et un 

15 rendement eleve. 

Parmi les charges capacitives attaquees par 
impulsions, on peut citer les panneaux d'affichage, 
tels que les panneaux d'affichage a plasma, les 
panneaux electroluminescents et les panneaux a cristaux 

20 liquides, qui sont utilises comme afficheurs d' images 
pour des unites de terminaux de donnees, des 
ordinateurs personnels et des postes de television. 

Comme exemple typique de circuit d'attaque, on va 
decrire ci-apres un circuit d'attaque qui peut reduire 

25 la. puissance reactive d'un circuit d'attaque de panneau 
d'affichage a plasma. 

Un panneau d'affichage a plasma est de 
construction simple et " il est facilement possible 
d'augmenter sa surface de dalle d'affichage. Un autre 

30 avantage est qu' il est possible d'utiliser comme 
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substrat du panneau du verre a base cie soude peu 
couteux qui trouve de larges applications comme verres 
de fenetre et similaire. 

Le panneau d'affichage a plasma est fabrique en 
5 utilisant deux substrats isolants transparents de verre 
a base de soude ou similaire, en formant des parois de 
separation separant des electrodes ou des pixels de 
1' unite d'affichage sur les substrats, et en liant 
ensemble les substrats sur lesquels sont formees ces 

10 structures. 

Habituellement, les parois de separation ont une 
hauteur d' environ 0,1 mm, et les substrats isolants 
transparents ont une epaisseur d' environ 3 mm. Ainsi, 
il est possible d'obtenir un afficheur qui est tres 

15 mince et de faible poids. 

Avec les avantages ci-dessus, les panneaux 
d'affichage a plasma sont sur le point de trouver des 
applications en particulier pour des ordinateurs 
personnels et stations de travail de bureau, depuis peu 

20 extremement avances, ainsi que des televiseurs muraux a 
grand ecran dont on s' attend a ce qu'ils soient 
avances . 

En fonction de la structure du panneau, les 
afficheurs a plasma sont classes globalement en type a 

25 courant continu et type a courant alternatif. Le type a 
courant continu (CC) est appele ainsi car ses 
electrodes sont en contact direct avec le gaz de 
decharge, et une fois que la decharge est provoquee, il 
porte un courant continu de maniere continue. Dans le 

30 type a courant alternatif (AC), une couche isolante 
intervient entre les electrodes et le gaz de discharge. 
Dans ce type d' afficheur a plasma, un courant pulse est 
amene a s'ecouler, en reponse a une application de 
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tension, pendant un bref laps de temps d' environ 1 
microseconde avant d'etre amene a converger. Dans ce 
cas, le flux de courant est restreint par la capacite 
electrostatique de la couche isolante. La - couche 
5 isolante agit, comme un condensateur, et la recurrence 
de 1' application pulsee de courant alternatif provoque 
1' emission de lumiere pulsee en vue de 1'affichage. 
C'est pourquoi le type a courant alternatif est appele 
ainsi . 

10 Le type a courant continu est de construction 

simple. Cependant, ce type d'afficheur a plasma 
presente 1' inconvenient que les electrodes sont 
directement exposees a la decharge et sont par 
consequent fortement usees, et il est difficile 

15 d' assurer une longue duree de service des electrodes. 
Le' type a courant alternatif, par ailleurs, peut 
assurer une longue duree de service des electrodes, car 
les electrodes sont couvertes par la couche isolante, 
bien que la formation de la couche isolante implique un 

20 delai de fabrication et un cout supplementaire . En 
outre, une fonction dite de memoire peut etre 
facilement mise en oeuvre, qui permet une emission 
lumineuse d' intensite elevee. Ainsi, le developpement 
du type a courant alternatif a connu recemment des 

25 progres rapides. 

On va maintenant decrire une structure de panneau 
d'affichage a plasma de type memoire & courant 
alternatif, puis on va decrire une methode d'attaque du 
panneau et un circuit d'attaque de l'art anterieur. 

30 A titre d'exemple de structure de panneau 

d'affichage a plasma de type memoire a courant 
alternatif, on va maintenant decrire une structure qui 
est presentee dans la publication de brevet japonais 
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mise a i'" inspection pubiique N"7-295506 en reference 
aux figures 7A et 7B. La structure de panneau 
d' affichage a plasma de type memoire a courant 
alternatif representee sur les figures 7A et 7B a une 
5 structure d' electrode de type appele generalement a 
decharge de surface, et est un exemple de panneau 
d' affichage auquel le circuit d' attaque a charge 
capacitive selon la presente invention est applique, 
comme cela sera decrit en detail par la suite. La 
10 figure 7A est une vue en plan, et la figure 7B est une 
vue en coupe prise selon la ligne x-x' sur la figure 
7A. 

En reference aux figures 7A et 7B, la structure de 
panneau d' affichage a plasma illustree comprend un 

15 premier substrat isolant 11 en verre a base de soude 
ayant une epaisseur d' environ 3 mm, un deuxieme 
substrat isolant 12 egalement en verre a base de soude 
ayant la meme epaisseur d' environ 3 mm, des electrodes 
de decharge entretenue 13a en couche NESA transparente 

20 sur le premier substrat isolant 11, des electrodes de 
balayage 13b dans la meme couche NESA transparente, des 
electrodes metalliques 13c en couche d' argent epaisse 
ou similaire sur les electrodes de decharge entretenue 
et de balayage transparentes 13a et 13b pour delivrer 

25 un courant suffisant a celles-ci, des electrodes en 
colonne 14 en couche d' argent epaisse ou similaire sur 
le deuxieme substrat isolant 12, des espaces de gaz de 
decharge 15 remplis de gaz de decharge compose de He et 
Ne selon un rapport de 7 : 3 ainsi que de 3 % de Xe et 

30 sous une pression totale de 500 Torrs, une structure de 
paroi de separation epaisse 16 en verre prevue sur une 
couche isolante 18a de maniere a fixer les espaces de 
gaz de decharge et definissant des pixels, un 
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luminophore 17 compose de Zn 2 Si0 4 :Mn stratifie sur une 
couche isolante 18a pour convertir la lumiere 
ultraviolette produite par decharge du gaz de decharge 
eri lumiere visible/ la couche isolante 18a sous la 
5 forme d'une couche epaisse transparente recouvrant les 
electrodes de decharge entretenue, de balayage et 
metalliques 13a, 13b et 13c, et une couche protectrice 
19 de MgO ayant une 6paisseur de 1 jam afin'de proteger 
une couche isolante 18a recouvrant les electrodes 13a, 
10 13b, 13c ainsi que la couche isolante 18a contre la 
decharge. 

En reference a la figure 7A, les sections definies 
par les parties verticales et horizontales de la 
structure de parois de separation 16 sont les pixels 
15 20. 

En reference a la figure 8, les pixels aux 
intersections des electrodes de balayage SSi (i = 1, 2, 
m) et des electrodes en colonne DDj (j = 1, 2, 
m) sont marques aij . En prevoyant le luminophore 
20 17 sur la figure 7B sous la forme de luminophores 
rouges, verts et bleus pour les pixels individuels, on 
peut obtenir un afficheur a plasma qui permet un 
affichage multicolore. L'affichage peut se faire sur la 
surface superieure ou inferieure de 1' afficheur a 
25 plasma represents sur la figure 7B. Dans cet exemple, 
l'affichage se fait de maniere appropriee sur la 
surface inferieure. II en va ainsi car dans ce cas on 
obtient un plus grand coefficient d'ouverture, et les 
luminophores luminescents peuvent etre observes 
30 directement, c'est-a-dirs qu'une intensite lumineuse 
plus elevee peut etre obtenue. 

La figure 8 est une vue en plan representant 
seulement les electrodes du panneau d' affichage a 
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plasma represents sur ies figures 7A et 75. En 
reference a la figure 8, la reference 10 designe le 
panneau d'affichage a plasma, 21 une section scellee 
obtenue en scellant les premier et deuxieme substrats 
5 isolants 11 et 12 avec du gaz de decharge scelle a 
1'interieur, CC1, CC2, . .., CCm les electrodes de 
decharge entretenue 13a/ SSI, SS2, SSm les 

electrodes de balayage 13b et DDI, DD2 , . .., DDn les 
electrodes en colonne 14. 

10 Un panneau d'affichage au plasma reel comprend, 

par exemple, 480 electrodes de balayage SSI, SS2, . .., 
SSm, 480 electrodes de decharge entretenue CC1, CC2, 

CCm, et 1920 electrodes en colonne DDI, DD2, 
DDn. Les intervalles entre les pixels sont de 0,35 mm 

15 entre electrodes en colonne adjacentes et de 1,05 mm 
entre electrodes de balayage adjacentes. La distance 
entre chaque electrode de balayage et chaque electrode 
en colonne est de 0,1 mm. 

Un procede pour fournir un affichage a gradation 

20 sur le dispositif afficheur a plasma ci-dessus va 
maintenant etre decrit. 

Dans le panneau d'affichage a plasma, a 1' inverse 
d'autres dispositifs, il est difficile d'obtenir un 
affichage a gradation a densite elevee en faisant 

25 varier la tension appliqu6e, car il n' y a pas de 
relation lineaire entre la tension appliquee et 
l'intensite lumineuse. Habituellement, 1' affichage a 
gradation est obtenu en commandant le nombre d' instants 
d' emission lumineuse. En particulier, un procede a 

30 secteurs de champ qui sera decrit dans ce qui suit est 
utilise pour 1' affichage a gradation a intensite 
lumineuse elevee. 
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La figure 9 est une vue decrivant une sequence 
d'attaque dans le proc6d6 a secteurs de champ. Sur le 
graphique, l'axe des ordonnees est destine aux 
electrodes de balayage et l'axe des abscisses indique 
5 le temps. Une trame d' image est fournie dans un champ. 
La duree de champ varie en fonction des differents 
ordinateurs et systemes de teledif fusion, mais dans de 
nombreux cas, elle est reglee pour se situer dans la 
plage de 1/50 a 1/75 secondes. 
10 Comme indique sur la figure 9, dans 1'affichage 

d' images a gradation sur le panneau d'affichage a 
. plasma, un champ est divise en k secteurs de champ (a 
savoir, 6 secteurs de champ SF1 a SF6 dans le cas de la 
figure 9) . Comme cela sera decrit par la suite en 
15 reference a la figure 10, chaque secteur de champ se 
compose d'un temps d'ecriture pour ecrire des donnees 
sous la commande d' impulsions de decharge preliminaire, 
d' impulsions d'effacement de decharge preliminaire, 
d' impulsions de balayage et d' impulsions de donnees, et 
20 d'un temps de decharge entreteriue pour 1' emission de 
lumiere d'affichage. 

L' intensite de la lumiere emise par chaque pixel 
est commandee par ponderation ou en multipliant le 
nombre d' instants d' emission lumineuse a decharge 
25 entretenue provenant de chaque pixel dans chaque 
secteur de champ par 2° selon 

V. 

intensite = £ (L t x 2"" 1 ) x a n 

Dans la formule (1), n est le nombre de serie du 
30 secteur de champ. A savoir, le ler secteur de champ est 
le secteur de champ de plus faible intensite lumineuse, 
et le k-ieme secteur de champ est le secteur de champ 
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de plus forte intensite lumineuse. LI est l'intensite 
lumineuse du secteur de champ de plus faible intensite 
lumineuse, a n est une variable ayant pour valeur "1" ou 
"0", et vaut "1" lorsque de la lumiere est emise et "0" 
5 lorsque ce n' est pas le cas dans le pixel concerne du 
n-ieme secteur de champ. L'intensite lumineuse peut 
etre commandee en choisissant si la lumiere provenant 
de chaque secteur de champ doit etre "allumee" ou 
"eteinte". 

L0 La figure 9 represente le cas oil k vaut 6. Lorsque 

l'affichage en couleur est fait avec un pixel rouge, un 
pixel vert et un pixel bleu formant un ensemble, 2 K = 2' 
= 64 gradations d'affichage a gradation sont possible 
dans chaque couleur. L'affichage couleur peut se faire 
15 dans 64 3 , c'est-a-dire 262144 couleurs differentes (y 
compris le noir) . 

Lorsque k vaut 1, un champ est constitue d' un 
secteur de champ, et un affichage a deux gradations 
(c'est-a-dire affichage "allume" ou "eteint") peut etre 
20 obtenu dans chaque couleur. 

Les formes d'onde d'attaque vont maintenant etre 
decrites. La figure 10 est une vue representant un 
exemple de formes d'onde de tension d'attaque et une 
forme d'onde d' emission de lumiere dans un secteur de 
25 champ dans le panneau d'affichage a plasma de l'art 
anterieur represente sur les figures 7 et 8. 

En reference a la figure 10, la forme d'onde de la 
tension appliquee aux electrodes de decharge entretenue 
CC1, C2, CCm est marquee (A). 

30 La forme d'onde- de la tension appliquee a 

1' electrode de balayage SSI est marquee (B) . 

La forme d'onde de la tension appliquee a 
1' electrode de balayage SS2 est marquee (C) . 
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La forme d'onde de la tension appliquee a 
1' electrode de balayage SSm est marquee (D) . 

La forme d'onde de la tension appliquee a 
1' electrode en colonne DDI est marquee (E) . 
5 La forme d'onde de la tension appliquee a 

1' electrode en colonne DD2 est marquee (F) . 

La forme d'onde de 1' emission lumineuse du pixel 
ail est marquee (G) . 

Les impulsions hachurees dans les formes d'onde 
10 (E) et (F) indiquent que leur presence ou leur absence 
est determinee par le fait que des donnees a ecrire 
sont presentes ou non. 

Comme formes d'onde de tension de donnees, la 
figure 10 represente le cas ou des donnees sont ecrites 
15 dans les pixels all et a22. En ce qui concerne les 
pixels dans la 3-ieme ligne et les lignes suivantes, il 
est indique que l'affichage est realise en fonction de 
la presence ou 1' absence de donnees. 

Les impulsions de decharge entretenue 31 et les 
20 impulsions de decharge preliminaire 36 sont appliquee 
aux electrodes de decharge entretenue CC1, CC2, 
CCm. 

Les impulsions de balayage 33 sont appliquees en 
sequence lineaire aux electrodes de balayage SSI, SS2, 

25 . .., SSm selon des synchronisations independantes en 
plus des impulsions communes, c'est-a-dire les 
impulsions de decharge entretenue 32, les impulsions 
d'effacement 35 et les impulsions d'effacement de 
decharge preliminaire 3*7. Les impulsions de donnees 34 

30 sont appliquees en synchronisme aux impulsions de 
balayage 33 aux electrodes en colonne DDj (j = 1, 2, 
. .., n) lorsque des donnees d' emission lumineuse sont 
presentes. 
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Le fonctionnement du panneau d' affichage a plasma 
de l'art anterieur represents sur les figures 7 et 8 va 
maintenant etre decrit. La decharge des pixels qui 
etaient xx allumes" dans la sous-trame immediatement 
precedente est effacee par une impulsion d'effacement 
35. Ensuite, la decharge forcee de tous les pixels est 
provoqu6e une fois par une impulsion de decharge 
preliminaire 36. La decharge preliminaire est ensuite 
effacee par 1' impulsion d'effacement de decharge 
preliminaire 37. Maintenant, une decharge d'ecriture 
peut facilement etre provoquee par les impulsions de 
balayage qui sont ensuite appliquees. 

Une fois que la decharge preliminaire a ete 
effacee, la decharge d'ecriture est provoquee en 
appliquant des impulsions de balayage 33 et des 
impulsions de donnees 34 avec les memes 
synchronisations entre les electrodes de balayage et 
les electrodes en colonne. Ensuite, la decharge 
entretenue est maintenue entre chaque electrode de 
decharge entretenue et 1' electrode de balayage associee 
par des impulsions de decharge entretenue 31 et 32. 

Lorsqu'une impulsion de balayage seule 33 ou une 
impulsion de donnees seule 34 est appliquee, aucune 
decharge d'ecriture n'est provoquee, ni aucune decharge 
entretenue n'est provoquee. Cette fonction est appelee 
fonction de memoire, et 1' intensity de la lumiere emise 
dans chaque secteur de champ est commandee par le 
nombre de fois ou la decharge entretenue est provoquee. 

Maintenant, le circuit d' attaque du panneau 
d' affichage a plasma de l'art anterieur va etre decrit 
en reference a la figure 11. Le circuit comprend un 
groupe de pixels de panneau d' affichage a plasma 41, un 
generateur 42 pour generer des impulsions de decharge 
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preliminaire, un generateur d' impulsions 43 pour 
g£n§rer les impulsions de decharge entretenue du cot£ 
des electrodes de decharge entretenue 31 et comprenant 
un circuit de recuperation d'energie, un generateur 
5 d' impulsions 44 pour g£nerer les impulsions 
d'effacement du cote de balayage 35 et les impulsions 
d'effacement de decharge preliminaire 37, un generateur 
d' impulsions de balayage 45, et un generateur 
d' impulsions 46 connecte par 1' intermediaire d'un 

10 melangeur 47 aux electrodes de balayage pour generer 
les impulsions de d6charge entretenue du cote des 
electrodes de balayage 32 et comprenant un circuit de 
recuperation d'energie. Le melangeur 47 melange les 
impulsions de decharge entretenue du cote des 

15 electrodes de balayage et les impulsions de balayage. 
La reference TP1 designe une borne de sortie du 
generateur d' impulsions de decharge entretenue du cote 
des electrodes de decharge entretenue 43 ou du 
generateur d' impulsions de decharge entretenue du cote 

20 des electrodes de balayage 46. 

Etant donne que la capacite electrostatique du 
panneau d'affichage a plasma est elevee, un circuit 
couramment appele circuit de recuperation d'energie 
destine a recuperer la puissance de charge et de 

25 decharge de la capacite electrostatique est utilise 
pour recuperer la puissance de charge et de decharge 
des impulsions de decharge entretenue et un circuit 
consommant moins d'energie est utilise pour les 
generateurs d' impulsions de decharge entretenue du cote 

30 des electrodes de decharge entretenue et des electrodes 
de balayage 43 et 46 (voir, par exemple, la publication 
de brevet japonais mise a 1' inspection publique N°61- 
132997) . 



SDOC1D: <FR 2762705A1 J_> 



2762705 



12 

Le circuit de base et le fonctionnement de ce 
premier art anterieur vont maintenant etre decrits. La 
figure 12 est un schema de circuit representant la 
construction de base du circuit de generation 
d' impulsions de decharge entretenue de 1'art anterieur 
avec un circuit de recuperation de puissance, pour 
genSrer des impulsions de decharge entretenue. 

En reference a la figure 12, le circuit comprend 
un condensateur de sortie a alimentation a courant 
continu C100, une capacite externe C101 comprenant la 
capacite flottante dans le circuit, une capacite 
electrostatique equivalente C102 entre chaque electrode 
de balayage et 1' electrode de decharge entretenue 
associSe dans le panneau d'affichage a plasma, des 
commutateurs de cote haute tension S100, S101, S102 et 
S103, des diodes D100, D101, D102 et D103, et une 
bobine de recuperation d' energie L100. La reference TP1 
designe la borne de sortie du generateur d' impulsions 
de decharge entretenue du cote des electrodes de 
decharge entretenue ou des electrodes de. balayage 43 ou 
46, et TP2 designe une borne, a laquelle est connectee 
une alimentation en courant continu fournissant la 
tension d' impulsions de decharge entretenue (VS) . 

Le fonctionnement du circuit represents sur la 
figure 12 va etre decrit brievement en reference a un 
diagramme des temps represents sur la figure 13. Pour 
fournir la tension d' impulsions de decharge entretenue, 
a 1' instant T1C0 le commutateur S103 est mis a l'etat 
bloque tandis que le commutateur S100 est rendu 
passant. II en resulte-que la capacite externe C101 et 
la capacite du. panneau C102 sont chargees par 
1' intermediaire de la bobine L100. 
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A 1' instant T101, la tension au niveau de la borne 
TP1 depasse la tension d' alimentation en courant 
continu (VS) au niveau de la borne TP2, de sorte que la 
diode D102 est rendue passante afin de fixer le niveau 
de .la tension a la borne TP1 sur la tension (VS) a la 
borne TP2. 

Si le commutateur S100 est alors maintenu 
"passant", un courant est provoque dans le circuit 
ferme de la bobine L100, la diode D102 et le 
commutateur S100 par la force electromotrice de la 
bobine L100. Cette puissance serait perdue dans le 
circuit ferme. En consequence, le commutateur SI 00 est 
bloque en synchronisme precis a 1' instant T101, auquel 
la tension a la borne TP1 depasse la tension a la borne 
TP2. Par consequent, l'energie stockee dans la. bobine 
L100 est recuperee dans le condensateur C100 connecte a 
la borne TP1 par 1' intermediate de la bobine L100, la 
diode D100, le condensateur C100 et la diode D101. 

A 1' instant T101 suivant, lorsque la tension a la 
borne TP1 depasse la tension a la borne TP2, le 
commutateur S102 est ferme pour connecter 
1' alimentation a courant continu par 1' intermediate de 
la borne TP1 et fixer la tension a la borne TP1 a la 
tension d' impulsions de tension entretenue (VS) . 

A 1' instant T102 suivant, le commutateur S102 est 
rendu passant tandis que le commutateur Si 01 est rendu 
passant pour enlever la tension d' impulsions de 
decharge entretenue. II en resulte que la tension a la 
borne TP1 est reduite a une tension nulle par 
1' intermediate de la bobine L100. A un instant suivant 
lorsque la tension a la borne TP1 devient inferieure a 
zero de tension, la diode 103 est rendue passante, de 
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sorte que la tension a la borne TPl est fixee a la 
tension zero. 

Si le comrautateur S101 est alors maintenu 
"passant", un courant s'ecoule dans le circuit ferme de 
5 la bobine L100, le commutateur S101 et la diode D103 en 
raison de la force electromotrice de la bobine L101 et 
cette puissance serait perdue dans le circuit ferme. En 
consequence, le commutateur S101 est bloque en 
synchronisme precis a 1' instant T103 lorsque la tension 
10 a la borne TPl devient inferieure a la tension nulle. 
Ainsi, l'energie stockee dans la bobine L100 est 
recuperee dans le condensateur C100 connecte a la borne 
TP2 par 1' intermediate de la bobine L100, la diode 
D100, le condensateur C100 et la diode D102. 
15 Tandis que dans cet art anterieur une tension 

d' impulsions de polarite positive est generee, dans le 
cas des formes d'onde d' attaque de l'art anterieur 
representees sur la figure 10 une tension d' impulsions 
de polarite negative est utilisee. Dans ce cas, la 
20 borne d' alimentation de puissance TP 2 peut etre mise a 
la masse de maniere a ce que la partie du circuit mise 
a la masse soit connectee au cote negatif de 
1' alimentation en courant continu. Dans ce cas, la 
capacite externe C101 et la capacite electrostatique 
25 C102 du panneau peut etre mise a la masse de maniere 
6quivalente a une extremite comme indique sur la figure 
12, comme cela est habituel. 

Comme decrit ci-dessus, pour une recuperation 
d'energie efficace, il est necessaire de commander avec 
30 precision les synchronisations ou instants ou les 
commutateurs S100 et S101 sont mis a l'etat bloque. Une 
commande de synchronisation inadequate augmenterait la 
perte de puissance dans le circuit de recuperation 
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d'energie et reduirait fortement i ; erficacite de 
recuperation d'energie et, dans le pire des cas, se 
traduirait par le claquage des diodes D102 et D103 et 
des commutateurs S100 et S101. 

La commande de synchronisation ci-dessus est 
efficace dans le cas du panneau electroluminescent 
d£crit comme mode de realisation dans la publication de 
brevet japonais mise a 1' inspection publique N°61- 
132991 ci-dessus, dans lequel le f onctionnement peut 
etre relativement lent. Dans ce panneau 
electroluminescent, le temps de montee ou de descente 
des impulsions de donnees appliquees aux electrodes en 
colonne est de plusieurs microsecondes ou plus. Un tel 
temps de montee et de descente permet 1' utilisation 
d' elements MOSFET de puissance avec des delais de 
fonctionnement d' environ 0,1 microseconde pour realiser 
comme commutateurs S100 et S101 ceux qui peuvent etre 
maintenus "passants" seulement pendant plusieurs 
microsecondes, un laps de temps correspondant au temps 
de montee ou de descente ci-dessus. 

Cependant, la situation est differente avec le 
panneau d' aff ichage a plasma ou similaire, qui doit 
avoir un fonctionnement tres rapide compare au panneau 
electroluminescent. Dans le panneau d'aff ichage a 
plasma, le temps de montee ou de descente des 
impulsions de decharge entretenue est d' environ 0,2 a 
0,5 microseconde. Un commutateur a puissance elevee et 
tension de claquage. elevee, qui peut avoir un 
fonctionnement suffisamment rapide (de preference avec 
un temps de retard de fonctionnement de 0,1 
microseconde ou moins) et peut etre maintenu "passant" 
avec precision pendant seulement ce bref temps de 
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montee ou de descente, n'est pas disponibie, ou est 
onereux, le cas echeant. 

Par consequent, la construction de circuit 
representee dans la publication de brevet japonais mis 
5 a 1' inspection publique N°61-132997 ci-dessus ne peut 
pas remplir suffisamment les exigences pour le panneau 
d'affichage a plasma. 

La publication de brevet japonais mis a 
1' inspection publique N'63-101897 et la publication de 
10 ' brevet japonais mis a 1' inspection publique N°8-160901 
presentent des circuits d'attaque de type a 
recuperation d' energie pour delivrer des impulsions a 
des panneaux d'affichage a plasma. Ces circuits 
d'attaque vont maintenant etre decrits comme deuxieme 

15 art anterieur. 

La figure 14 est un schema de circuit representant 
le circuit de base de ce deuxieme art anterieur. En 
reference a la figure 14, le circuit comprend des 
commutateurs Sll a S14, des diodes Dll a D14, une 
20 bobine de recuperation d' energie LI, une capacite 
electrostatique du panneau d'affichage a plasma comme 
charge, et un condensateur de recuperation d' energie 
C100 ayant 100 fois la capacite electrostatique C2 ou 
plus. La reference TP1 designe une borne de sortie du 
25 generateur d' impulsions de decharge entretenue du cote 
des electrodes de decharge entretenue ou des electrodes 
de balayage comme indique sur la figure 11. La 
reference TP2 designe une borne connectee a une 
alimentation destinee a fournir la tension d' impulsions 
30 de decharge entretenue.... 

Le circuit de cet art anterieur, comme le circuit 
du premier art anterieur tel que represents sur la 
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figure 11, va etre decrit comme un circuit de 
generation d' impulsions de polarite positive. 

En reference a la figure 15, qui represente le 
fonctionnement des commutateurs et la forme d' onde de 
tension de sortie dans ce circuit, a l'6tat stable 
d' application d' impulsions au panneau d'affichage a 
plasma, la tension aux bornes du condensateur CIO est 
environ la moitie de la tension (VS) a la borne TP2. 

Pour provoquer la montee d' impulsion, le 
commutateur S14, qui fixait le niveau de la tension a 
TP1 sur la tension de masse, est mis a l'etat bloque 
tandis que le commutateur Sll est rendu passant. II en 
resulte que le courant est amene a s'ecouler dans un 
etat de resonance en serie depuis le condensateur CIO, 
a travers le commutateur Sll, la diode Dll et la bobine 
LI. Lorsque la tension a la borne TP1 devient maximale 
a la resonance de la bobine 1 et la capacite 
electrostatique C2, le commutateur S13 est rendu 
passant pour fixer le niveau de la tension a la borne 
TP1 sur la tension a la borne TP2, c'est-a-dire la 
tension (VS) de la source de tension d' impulsions de 
decharge entretenue. 

Pour provoquer la descente de 1' impulsion, les 
commutateurs Sll et S13 sont mis a l'etat bloque tandis 
que le commutateur S12 est rendu passant. II en resulte 
que la tension a la borne TP1 chute. Comme dans le cas 
de la montee d' impulsion, lorsque la tension a la borne 
TP1 devient minimale a la resonance de la bobine LI et 
la capacite electrostatique C2, le commutateur S14 est 
rendu passant pour fixer le niveau de la tension a la 
borne TP1 sur la tension de masse. 

Tandis que l'on a note que la capacite du 
condensateur CIO est 100 fois superieure ou plus a la 



2762705 



18 

CapaC i te c I € C t i~C S t a t i 4'u 6 C2 dli pann&aUf C£ la H ' 6St cH 

aucune fagon limitatif / par exemple, il est suffisant 
qu'elle soit comparable a la capacite electrostatique 
C2 du panneau (voir, par exemple, la publication de 
brevet japonais mis a 1' inspection publique N°8- 
137432). 

Dans ce deuxieme art anterieur, comme indique sur 
la figure 15, il n' est pas necessaire que le temps a 
l'etat "passant" des commutateurs Sll et S13 soit 
limite au temps de montee* ou de descente de 1' impulsion 
de sortie. Plus precisement, le temps a l'etat 
"passant" peut etre prolonge sans aucun probleme de 
fonctionnement jusqu'a la fin du temps de fixation de 
niveau suivant (de 1' instant T12 a 1' instant T13) . 

II est ainsi possible de realiser facilement un 
panneau d'affichage a plasma en utilisant des 
transistors MOSFET de l'art anterieur ou similaire, 
meme avec un temps de montee ou de descente aussi court 
que 0,2 a 0,5 microseconde . 

Dans le deuxieme art anterieur tel qu' indique ci- 
dessus, cependant, comme on peut le voir d'apres la 
forme d' onde de la tension au niveau de la borne TP1 

sur la figure 15, une tension de saut AV est toujours 
provoquee lorsque le circuit de fixation de niveau est 
ferine lors de la montee et de la descente de 
1' impulsion (c' est-a-dire aux instants T12 et T14) en 
raison de la perte de puissance dans le circuit de 
recuperation d'energie, qui est constitu6 par des 
transistors MOSFET ou similaires ayant une resistance a 
l'etat passant finie. . - 

Par consequent, aux instants T12 et T14, un 
courant brusque est provoque dans le circuit de 
fixation de niveau, se traduisant par une perte de 
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puissance dans les commutateurs S13 et S14 ainsi que 
par une generation de bruit. 

La publication de brevet japonais mis a 
1' inspection publique N°8-152865 presente un circuit 
d'attaque de type a recuperation d' energie qui delivre 
des impulsions h un panneau d'affichage a plasma. Ce 
circuit d'attaque va maintenant etre decrit comme 
troisieme art anterieur. La figure 16 est un schema 
synoptique representant la construction de base du 
troisieme art anterieur. 

En reference a la figure 16, un generateur 
d' impulsions de decharge entretenue du cote des 
electrodes de decharge entretenue 48 est utilise a la 
place des generateurs d' impulsions de decharge 
entretenue du cote des electrodes de decharge 
entretenue et des electrodes de balayage 43 et 46 
utilises dans l'art anterieur represents en reference a 
la figure 11. Les references TP21 et TP22 designent des 
bornes de sortie du generateur d' impulsions de decharge 
entretenue 48. 

La figure 17 est un schema de circuit representant 
le generateur d' impulsions de decharge entretenue 48. 
En reference a la figure 17, la reference TP3 designe 
une borne connectee a une alimentation destinee a 
fournir la tension d' impulsions de decharge entretenue, 
TP21 et TP22 designent les bornes de sortie 
d' impulsions de decharge entretenue comme indique sur 
la figure 16, S21 a S26 designent des commutateurs pour 
maintenir le niveau des tensions entre les bornes de 
sorties TP21 et TP22.i la tension de masse ou la 
tension d' impulsions de decharge entretenue, S25 a S26 
designent des commutateurs de recuperation d' energie, 
L21 designe une bobine de recuperation d' energie, et 
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D25 et D26 designent des diodes de recuperation 
d' energie . 

Ce troisieme art anterieur, a 1' inverse des 
premier et deuxieme arts anterieurs precedents, va etre 
decrit comme un circuit qui genere des impulsions de 
decharge entretenue de polarite negative. 

En reference a la figure 18, qui est un diagramme 
de forme d'onde illustrant le fonctionnement des 
commutateurs et representant la forme d'onde de la 
tension de sortie du circuit, les commutateurs S21 et 
S24 sont "passants" a 1' instant T20 tandis que le 
commutateur S25 est a "l'etat bloque". De plus, une 
tension d' impulsions de decharge entretenue de polarite 
negative (-VS) prevaut au niveau de la borne TP22. 

Lorsque les commutateurs S21, S24 et S25 sont mis 
a l'etat bloque tandis que le commutateur 26 est rendu 
passant a 1' instant suivant T21, la capacite 
electrostatique C2 du panneau est dechargee par 
1' intermediate du commutateur S26, la diode D26 et la 
bobine L21, provoquant ainsi un courant de resonance 
dans ce circuit. 

Lorsque le courant de resonance est termine, la 
tension a la borne TP22 monte a 1' instant T22 comme 
indique sur la forme d'onde de la tension au niveau de 
celle-ci sur la figure 18. A cet instant, les 
commutateurs S22 et S23 sont mis a l'etat passant pour 
fixer le niveau de la tension a la borne TP21 a la 
tension d' impulsions de decharge entretenue (-VS) et 
fixer le niveau de la tension a la borne TP22 a la- 
tension zero. 

Dans ce troisieme art anterieur, comme indique sur 
la figure 18, il n'est pas necessaire que le temps a 
l'etat "passant" des commutateurs S25 et S26 soit 
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limite au temps de montee ou de descente de 1' impulsion 
de sortie, et peut etre prolonge sans aucun probleme de 
fonctionnement jusqu'a la fin du temps de fixation de 
niveau suivant (de 1 a 5 microsecondes ou plus) . 

II est ainsi possible de realiser un panneau 
d'affichage a plasma en utilisant des transistors 
MOSFET de puissance de l'art anterieur meme avec un 
temps de montee ou de descente aussi court que 0,2 a 
0, 5 microseconde. 

Dans le troisieme art anterieur, cependant, comme 
on le voit d' apres les formes d'onde de la tension au 
niveau des bornes TP21 et TP22 comme indique sur la 
figure 18, une tension de saut AV apparait tou jours 
lorsque le circuit de maintien de niveau est ferme lors 
de la montee et la descente d' impulsion (c' est-a-dire 
aux instants T22 et T24) en raison de la perte de 
puissance dans le circuit de recuperation d' energie, 
qui est constitue par des transistors MOSFET de 
puissance ou similaires ayant une resistance £ 1'etat 
"passant" finie. 

Par consequent, aux instants T22 et T24, un 
courant brusque est provoque dans le circuit de 
fixation de niveau, ce qui se traduit par une perte de 
puissance dans les commutateurs S21 a S24 ainsi que par 
du bruit. 

Comme cela a ete decrit, les arts anterieurs ci- 
dessus presentent les problemes suivants. 

Dans le premier art anterieur, il est difficile 
d'obtenir un fonctionnement avec une recuperation 
d f energie d'une efficacite elevee en raison de la 
generation d' impulsion A vitesse 61ev6e. 

Dans le deuxieme et le troisieme arts anterieurs, 
le fonctionnement des commutateurs pour la fixation du 



2762705 



22 

niveau de la tension provoque un courant brusque qui se 
traduit par une perte de puissance et la generation de 
bruit. 

RESUME DE L' INVENTION 

La presente invention a ete developpee en vue de 
resoudre les problemes inherents a 1'art anterieur, et 
un premier objet de 1' invention est de proposer un 
circuit d'attaque de charge capacitive de type a 
recuperation d' energie, qui peut resoudre le probleme 
dans l'art antferieur qui fait qu' il est difficile 
d'obtenir un f onctionnement avec recuperation d' energie 
efficace pendant une generation d' impulsion a vitesse 
elevee, et permet un f onctionnement rapide et efficace. 

Un deuxieme objet de la presente invention est de 
proposer un circuit d'attaque de charge capacitive de 
type i recuperation d' energie, qui peut apporter des 
ameliorations concernant le probleme du troisieme art 
anterieur qui fait que le f onctionnement de 
commutateurs de fixation de niveau de tension provoque 
un courant brusque qui se traduit par une perte de 
puissance et la generation de bruit, et peut eliminer 
le courant brusque au moment du fonctionnement des 
commutateurs de fixation du niveau de tension, 
permettant ainsi 1' application d' impulsion a. une charge 
capacitive, telle qu'un panneau d'affichage, sans perte 
de puissance ou generation de bruit due a un tel 
courant brusque. 

Selon 1' invention, il est propose un circuit 
d'attaque de charge . capacitive pour delivrer des 
impulsions a une charge capacitive comprenant : 
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un circuit s6rie constitue d'*une bobine et d ; un 
condensateur avec une borne connectee a une premiere 
electrode de la charge capacitive ; 

un premier commutateur de fixation de niveau de 
tension connecte a une premiere electrode de la charge 
capacitive et egalement connecte entre une borne du 
circuit serie et une borne du cote haute tension d'une 
alimentation en courant continu ; 

un deuxieme commutateur de fixation de niveau de 
tension connecte a une premiere electrode de la charge 
capacitive et egalement connecte entre une borne du 
circuit serie et une borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

un premier commutateur de recuperation d'energie 
connecte entre 1' autre borne du circuit serie et le 
cote haute tension de 1' alimentation en courant 
continu ; 

un deuxieme commutateur de recuperation d'energie 
connecte entre 1' autre borne du circuit serie et le 
cote basse tension de 1' alimentation en courant 
continu ; et des diodes connectees en parallele aux 
commutateurs respectifs de maniere a ce que leur borne 
de cathode soit connectee a la borne de cote haute 
tension de 1' alimentation en courant continu. 

Dans le circuit d'attaque de charge capacitive, 
les impulsions sont delivrees a la charge reactive tout 
en recuperant l'energie inefficace de celle-ci en 
repetant : 

(a) une . premiere etape consistant a rendre 
passant seulement le premier commutateur de fixation de 
niveau de tension (S3) connecte a la borne du cote 
haute tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
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premiere electrode cie ia charge capacitive a ia tension 
au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(b) une deuxieme etape consistant a provoquer un 
premier courant de resonance en mettant a 1'etat bloque 
le premier et le deuxieme commutateurs de fixation de 
niveau de tension (S3 et S4) et en rendant passant le 
deuxieme commutateur de recuperation d'energie (S2) 
connecte a la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu de maniere a 
provoquer la mont§e de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive depuis la 
tension a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension a la 
borne du cote basse tension de 1' alimentation en 
courant continu ; 

(c) une troisieme etape consistant a rendre 
passant le deuxieme commutateur de fixation de niveau 
de tension (S4) connecte a la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu de maniere 
a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(d) une quatrieme etape consistant a mettre a 
l'etat bloque le deuxieme commutateur de recuperation 
d'energie (S2) connecte a la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu pendant un 
laps de temps, pendant lequel le sens du premier 
courant de resonance danjs la bobine (LI) est inverse et 
un deuxieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse ; 
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(e) une cinquieme etape consistant a rendre 
passant seulement le deuxieme commutateur de fixation 
de niveau de tension (S4) connecte a la borne du cote 
basse tension de 1' alimentation en courant continu de 

5 maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(f) une sixieme etape consistant a provoquer un 
10 troisieme courant de resonance en mettant a l'etat 

bloque le premier et le deuxieme commutateurs de 
fixation du niveau de la tension (S3 et S4) et en 
rendant passant le commutateur de recuperation 
d'energie SI de maniere a provoquer la montee de la 

15 tension au niveau de la premiere electrode de la charge 
capacitive depuis la tension a la borne du cote de 
basse tension de 1' alimentation en courant continu a la 
tension au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu / 

20 (g) une septieme etape consistant a rendre 

passant le premier commutateur. de fixation de niveau de 
tension (S3) connecte a la borne du cote haute tension 
de 1' alimentation en courant continu de maniere a fixer 
le niveau de la tension au niveau de la premiere 

25 electrode de la charge capacitive a la tension au 
niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; et 

(h) une huitieme etape consistant a mettre a 
l'etat bloque le commutateur de recuperation d'energie 

30 (SI) connecte a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu pendant un laps de 
temps, pendant lequel le sens du troisieme courant de 
resonance dans la bobine (LI) est inverse et un 



3DOCID: <FR 2762705A1 J_> 




2762705 



26 

quatrieme courant de resonance s'ecouie dans ie sens 
inverse. 

Selon un autre aspect de la presente invention, il 
est propose un circuit d'attaque de charge capacitive 
5 pour delivrer des impulsions a une charge capacitive 
comprenant : 

un circuit serie constitue d'une premiere bobine 
et d'un condensateur avec une borne connectee a une 
premiere electrode de la charge capacitive ; 

10 un premier commutateur de fixation de niveau de 

tension connecte a une premiere electrode de la charge 
capacitive et egalement connecte entre une borne du 
circuit serie et une borne du cote haute tension d' une 
alimentation en courant continu, une premiere diode 

15 etant connectee en parallele au premier commutateur de 
fixation de niveau de tension, un deuxieme commutateur 
de fixation de niveau de tension connecte a la premiere 
electrode de la charge capacitive et egalement connecte 
entre une borne du circuit serie et une borne du cote 

20 basse tension d'une alimentation en courant continu ; 
une deuxieme diode etant connectee en parallele au 
deuxieme commutateur de fixation de niveau de tension ; 

une troisieme diode connectee a 1' autre borne du 
circuit serie et egalement connectee a la borne du cote 

25 haute tension de 1' alimentation en courant continu ; 

une quatrieme diode connectee a 1' autre borne du 
circuit serie et egalement connectee a la borne du cote 
basse tension de 1' alimentation en courant continu ; 

une deuxieme bobine, dont une borne est connectee 

30 a 1' autre borne du circuit serie ; 

un premier commutateur de recuperation d' energie 
connecte a 1' autre borne de la deuxieme bobine et a la 
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borne du cote haute tension die 1'" alimentation en 
courant continu / 

un deuxieme commutateur de recuperation d'energie 
connecte entre 1' autre borne de la deuxieme bobine et 
5 la borne du cote basse tension de 1' alimentation en 
courant continu ; et 

les bornes de cathode des diodes sont plus proches 
de la borne du cote haute tension de 1' alimentation en 
courant continu. 
10 Dans le circuit d'attaque de charge capacitive ci- 

dessus, les impulsions sont delivrees a la charge 
reactive tout en recuperant l'energie inefficace de 
celle-ci en repetant : 

(a) une premiere etape consistant a rendre 
15 passant seulement le premier commutateur de fixation de 

niveau de tension (S3) connecte a la borne du cote 
haute tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
20 au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(b) une deuxieme etape consistant a provoquer un 
premier courant de resonance en mettant a l'etat bloque 
tous les commutateurs de fixation de niveau de tension 

25 et en rendant passant le deuxieme commutateur de 
recuperation d'energie (S2) connecte a la borne du cote 
basse tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a provoquer la montee de la tension au niveau 
de la premiere electrode de la charge capacitive depuis 

30 la tension a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension a la 
borne du cote basse tension de 1' alimentation en 
courant continu ; 
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(c) une troisieme etape consistant a rendre 
passant le deuxieme commutateur de fixation de niveau 
de tension (S4) connecte a la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu de maniere 

5 a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(d) une quatrieme etape consistant a mettre a 
10 1'etat bloque le deuxieme commutateur de recuperation 

d'fenergie (S2) connecte & la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu pendant un 
laps de temps, pendant lequel le sens du premier 
courant de resonance dans la bobine (L3) est inverse et 
15 un deuxieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse ; 

(e) une cinquieme etape consistant a rendre 
passant seulement le deuxieme commutateur de fixation 
de niveau de tension (S4) connecte a la borne du cote 

20 basse tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

25 (f) une sixieme etape consistant a provoquer un 

troisieme courant de resonance en mettant a l'etat 
bloque tous les commutateurs de fixation du niveau de 
la tension (S3 et S4) et en rendant passant le 
commutateur de recuperation d'energie SI de maniere a 

30 provoquer la montee de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive depuis la 
tension a la borne du cote de basse tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension au 
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niveau de la borne du cot6 haute tension de 
l'*alimentation en courant continu ; 

(g) une septieme etape consistant a rendre 
passant le premier commutateur de fixation de niveau de 

5 tension (S3) connecte a la borne du cote haute tension 
de 1' alimentation en courant continu de maniere a fixer 
le niveau de la tension au niveau de la premiere 
electrode de la charge capacitive a la tension au 
niveau de la borne du cote haute tension de 
10 1' alimentation en courant continu ; et 

(h) une huiti&ne §tape consistant a mettre a 
l'etat bloque le commutateur de recuperation d'energie 
(SI) connecte a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu pendant un laps de 

15 temps, pendant lequel le sens du troisieme courant de 
resonance dans la bobine (L3) est inverse et un 
quatrieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse . 

Selon un autre aspect de la presente invention, il 
20 est propose un circuit d' attaque de charge capacitive 
pour delivrer des impulsions a une charge capacitive 
comprenant : 

un premier circuit parallele comprenant une 
premiere diode ayant une cathode connectee a une borne 
25 du cote haute tension d'une alimentation en courant 
continu connectee en parallele a un premier 
commutateur ; 

un deuxieme circuit parallele comprenant une 
deuxieme diode ayant une anode connectee a une borne a 
30 tension plus basse de 1 '-alimentation en courant continu 
connectee en parallele a un deuxieme commutateur ; 
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un premier circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie des premier et deuxieme circuits 
parallele ; 

un troisieme circuit parallele comprenant une 
5 troisieme diode ayant une cathode connectee a une borne 
du cote haute tension d'une alimentation en courant 
continu connectee en parallele a un troisieme 
commutateur ; 

un quatrieme circuit parallele comprenant une 
10 quatrieme diode ayant une anode connectee a une borne a 
tension plus basse de 1' alimentation en courant continu 
connectee en parallele a un quatrieme commutateur ; 

un deuxieme circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie des troisieme et quatrieme circuits 
15 parallele ; 

un troisieme circuit serie constitue d'une bobine 
et d'un condensateur connectes entre les points de 
connexion des premier et deuxieme circuits serie ; 

dans lequel la charge capacitive est connectee 
20 entre le point de connexion serie du premier circuit 
serie et la cathode de la premiere diode, la borne du 
cote haute tension de 1' alimentation en courant continu 
est connectee a la cathode des premiere et troisieme 
diodes, et la borne de plus basse tension de 
25 1' alimentation en courant continu est connectee aux 
anodes des deuxieme et quatrieme diodes. 

Selon encore un autre aspect de la presente 
invention, il est propose un circuit d'attaque de 
charge capacitive pour delivrer des impulsions a une 
30 charge capacitive comprenant : 

un premier circuit parallele comprenant une 
premiere diode ayant une cathode connectee a une borne 
du cote haute tension d'une alimentation en courant 
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continu connectee en parallele a un premier 
commutateur ; 

un deuxieme circuit parallele comprenant une 
deuxieme diode ayant une anode connectee a une borne a 
tension plus basse de 1' alimentation en courant continu 
connectee en parallele a un deuxieme commutateur ; 

un premier circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie des premier et deuxieme circuits 
parallele ; 

un deuxieme circuit serie comprenant une troisieme 
diode ayant une cathode connectee a une borne du cote 
haute tension de 1' alimentation en courant continu et 
une quatrieme diode ayant une anode connectee a une 
borne a tension plus basse de 1' alimentation en courant 
continu ; 

un troisieme circuit serie constitue d'un 
troisieme commutateur et d'un quatrieme commutateur 
connecte entre les bornes basse tension et haute 
tension ; 

un quatrieme circuit serie constitue d'une bobine 
et d'un condensateur connectes entre les points de 
connexion serie des premier et deuxieme circuits 
serie ; 

une bobine connectee entre les points de connexion 
serie des deuxiemes et troisiemes circuits serie ; 

dans lequel la charge capacitive est connectee 
entre le point de connexion serie du premier circuit 
serie et la cathode de la premiere diode, la borne du 
cote haute tension de 1' alimentation en courant continu 
est connectee a la cathode des premiere et troisieme 
diodes et au troisieme commutateur, et la borne de plus 
basse tension de 1' alimentation en courant continu est 
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connectee aux anodes cies deuxieme et quatrieme diodes 
et au quatrieme commutateur. 

Avec la constitution ci-dessus de la presente 
invention, il est possible de resoudre tous les 
5 problemes ci-dessus inherents a l'art anterieur. En 
particulier, la construction du circuit ci-dessus selon 
la presente invention permet un fonctionnement rapide 
d'un circuit d'attaque de charge capacitive de type a 
recuperation d' energie, dont l'efficacite de 

10 recuperation d' energie est elevee lorsqu'il fonctionne 
rapidement, periaettant ainsi 1' application d'un tel 
circuit d'attaque egalement a 1'attaque d'un panneau 
d'affichage a plasma. 

Selon la presente invention, il est egalement 

15 possible de realiser un circuit d'attaque de charge 
capacitive de type a recuperation d' energie, qui est 
exempt de perte de puissance ou de generation de bruit 
due a un quelconque courant brusque. 

D' autres objets et caracteristiques deviendront 

20 plus clairs d'apres la description suivante en 
reference aux dessins annexes. 

BREVE DESCRIPTION PES DESSINS 

La figure 1 est un schema de circuit representant 
25 la construction de circuit d'un premier mode de 
realisation du circuit d'attaque de charge capacitive 
selon la presente invention / 

la figure 2 est un diagramme de forme d' onde 
illustrant le fonctionnement du circuit d'attaque 
30 represents sur la figure. 1 ; 

la figure 3 est un schema de circuit representant 
une construction de circuit plus specifique du premier 
mode de realisation ; 
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la figure 4 est un schema de circuit representant 
la construction de circuit de base d'un deuxieme mode 
de realisation selon la presente invention ; 

la figure 5 est un schema de circuit representant 
5 la construction de circuit de base d'un troisieme mode 
de realisation selon la presente invention ; 

la figure 6 est un schema de circuit representant 
la construction de circuit de base d'un quatrieme mode 
de realisation selon la presente t invention ; 
10 les figures 7A et 7B sont une vue en plan et une 

vue en coupe prise le long de la ligne x-x' sur la 
figure 7A d'une structure de panneau d'affichage a 
plasma de type a memoire a courant alternatif ; 

la figure 8 est une vue en plan representant 
15 seulement les electrodes du panneau d'affichage a 
plasma represents sur les figures 7A et 7B ; 

la figure 9 est une vue decrivant une sequence 
d' attaque dans le procedS a secteurs de champ ; 

la figure 10 est une vue representant un exemple 
20 de formes d'onde de tension d' attaque et de formes 
d'onde d' emission de lumiere dans un secteur de champ 
dans le panneau d'affichage a plasma de l'art anterieur 
represents sur les figures 7 et 8 ; 

la figure 11 est un schema synoptique representant 
25 un circuit d' attaque de panneau d'affichage a plasma de 
type a memoire a courant alternatif de l'art 
anterieur ; 

la figure 12 est un schema de circuit representant 
la construction de base du circuit de generation 
30 d' impulsions de dScharge entretenue de l'art anterieur 
avec un circuit de recuperation de puissance, destine a 
generer des impulsions de decharge entretenue ; 
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la figure 13 represente ie diagramme de temps pour 
expliquer le fonctionnement de la figure 12 ; 

la figure 14 est un schema de circuit representant 
le circuit de base du deuxieme art anterieur ; 

la figure 15 represente le fonctionnement des 
commutateurs et la forme d'onde de la tension de sortie 
dans le circuit represente sur la figure 14 ; 

la figure 16 est un schema synoptique representant 
la construction de base du troisieme art anterieur ; 

la figure 17 est un schema de circuit representant 
le generateur d' impulsions de decharge 48 entretenue du 
troisieme art anterieur ; et 

la figure 18 represente un diagramme des temps 
pour expliquer le fonctionnement de la figure 17 . 



MODES DE REALISATION PRE FER ES DE 1/ INVENTION 

Un mode de realisation de 1' invention va 
maintenant etre decrit en relation a son application au 
panneau d' af f ichage a plasma represente sur les figures 
20 7 et 8, qui a ete decrit comme charge capacitive en 
relation a l'art anterieur. Le panneau d'aff ichage a 
plasma comprend 480 electrodes de balayage SSI, SS2, 
SSm, 480 electrodes de decharge entretenue GC1, 
CC2, CCm, et 1920 electrodes en colonne DDI, DD2, 

25 DDn. Dans le panneau, l'intervalle entre les 

pixels est de 0,35 mm entre electrodes en colonne 
adjacentes et de 1,05 mm entre electrodes de balayage 
adjacentes, et la distance entre le plan des electrodes 
de balayage et le plan des electrodes en colonne est de 
30 0, 1 mm. 

La construction de circuit est la meme que celle 
representee sur la figure 11, et le circuit d'attaque 
de charge capacitive selon la presente invention est 
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applique aux generateurs d' impulsions de decharge 
entretenue du c6te des electrodes de decharge 
entretenue et des electrodes de balayage 43 et 46. 

La figure 1 est un schema de circuit representant 
5 la construction de circuit d'un premier mode de 
realisation du circuit d' attaque de charge capacitive 
selon la. presente invention. En reference a la figure 
1, le circuit illustre comprend un condensateur de 
sortie d' alimentation en courant continu CI, une 
10 capacite resultante C2 de la capacite externe 
comprenant la capacite flottante dans le circuit et la 
capacite electrostatique equivalente entre les 
electrodes de balayage et les electrodes de decharge 
entretenue et entre ces electrodes et les electrodes en 
15 colonne dans le panneau d'affichage a plasma, des 
commutateurs de c6te haute tension SI a S4, des diodes 
Dl a D4 et une bobine de recuperation d' energie LI. La 
reference TP1 designe une borne de sortie du generateur 
d' impulsions de decharge entretenue du cote des 
20 electrodes de decharge entretenue ou des electrodes de 
balayage 43 ou 46 represent sur la figure 11, TP3 
designe une borne connectee a. une alimentation en 
courant continu fournissant la tension d' impulsions de 
decharge entretenue (-VS) , et TP4 designe une borne 
25 connectee a la bobine LI et un condensateur C3 en sene 

avec celle-ci. 

Le mode de realisation represents sur la figure 1 
est le meme que le circuit de 1' art anterieur 
represents sur la figure 12 sauf que le condensateur C3 
30 est prevu en outre pour-la. recuperation d' energie. 

Bien que le mode de realisation soit different du 
circuit de l'art anterieur represents sur la figure 12 
seulement en ce que le condensateur C3 de recuperation 
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d'energie est en outre prevu en ce qui concerne ia 
construction du circuit, il est tout a fait different 
du circuit de l'art anterieur en ce qui concerne ie 
fonctionnement du circuit. Le fonctionnement de base du 
5 circuit de ce mode de realisation va maintenant etre 
decrit en detail. II est suppose que des impulsions de 
decharge entretenue a polarite negative sont generees. 

La figure 2 est un diagramme de formes d'onde 
illustrant le fonctionnement des commutateurs de 
10 .recuperation d'energie SI et S2 et des commutateurs de 
fixation du niveau de la tension S3 et S4 dans le 
circuit et representant la forme d'onde de la tension 
au niveau de la borne TP1, les formes d'onde des 
courants II a 13 (la polarite du courant etant positive 
15 dans le sens des fleches sur la figure 1), et la forme 
d'onde de la tension aux bornes du condensateur C3 (en 
reference a la borne TP4) . Les references TO a T8 
marquent les instants du temps. 

A 1' instant TO aucune impulsion de decharge 
20 entretenue ne prevaut. A ce moment-la, la tension au 
niveau de la borne TP1 est zero, et seul le commutateur 
de fixation du niveau de la tension S3 est a l'etat 
passant. Dans un etat stable de generation 
d' impulsions, la tension (-VR, VR > 0) aux bornes du 
25 condensateur electrostatique C3 est inferieure a la 
tension d' impulsions de decharge entretenue, et 
approximativement la moitie de celle-ci t-VS, VS > 0) . 
C est-a-dire, en supposant que 
AVR = IVSI/2 - IVRI, 

30 AVR > 0. 

Quand le commutateur de fixation du niveau de la 
tension S3 est mis a l'etat bloque tandis que le 
commutateur de recuperation d'energie S2 est rendu 
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passant a 1' instant Tl, un premier courant de resonance 
est cree dans la bobine LI, le condensateur C3 et le 
commutateur de recuperation d'energie S2 de maniere a 
charger la capacite electrostatique C2 du panneau, 
5 comme indique dans la forme d' onde du courant II sur la 
figure 2. Etant donne que la tension aux bornes de la 
capacite C3 est inferieure a |VS|/2, a 1' instant Tl, la 
tension aux bornes de la bobine LI est superieure a 
IVSI/2. Ainsi, a 1' instant T2 de convergence 
10 substantielle du premier courant de resonance, la 
tension au niveau de la borne TP1 devient inferieure a 
-VS. 

Lorsque la tension au niveau de la borne TP1 
devient inferieure a la tension (-VS) au niveau de la 

15 borne TP3 delivrant la tension d' alimentation a 
1' instant T2, la diode D4 est rendue passante. 

II en resulte que le niveau de la tension au 
niveau de la borne TP1 est maintenu au niveau de la 
tension d' impulsions de decharge entretenue (-VS) . En- 

20 meme temps, le commutateur de fixation du niveau de la 
tension S4 est rendu passant. Lorsque cet etat 
apparalt, un deuxieme courant de resonance commence a 
s'ecouler dans le circuit ferme de la bobine LI, le 
condensateur C3, le commutateur de recuperation 

25 d'6nergie S2 ou la diode D2, et le commutateur de 
fixation du niveau de la tension S4. 

En notant T la periode de resonance, L 
1' inductance de la bobine et C la capacite 
electrostatique, 

30 T = 2n(LC) l/: 

Etant donne que (capacity de C3) » (capacite de 
C2), le deuxieme courant de resonance s'ecoule 
lentement compare au courant de charge du panneau. 
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Le deuxieme courant de resonance est inverse a 
1' instant T3. Le commutateur de recuperation d'energie 
S2 doit etre maintenu passant jusqu'a 1' instant T3 mais 
peut etre rendu bloque pendant un laps de temps de 
1' instant T3 a 1' instant T4. Ce faisant, le deuxieme 
courant de resonance continue a s'ecouler jusqu'a 
1' instant T4 puis converge. 

Pendant le laps de temps de 1' instant T3 a 
1' instant T4, le courant 12 doit traverser au moins la 
diode D2. Le commutateur de recuperation d'energie S2 
peut ainsi reduire le courant a zero lorsque sa tension 
de borne correspond a la chute de tension aux bornes de 
la diode. Le commutateur S2 peut ainsi etre mis a 
1'etat bloqu£ avec tres peu de perte de puissance. 

Ensuite, la tension au niveau de la borne TP1 est 
r£duite a zero. A 1' instant T5, le commutateur de 
fixation du niveau de la tension S4 est mis a 1'etat 
bloque pendant que le commutateur de recuperation 
d'energie SI est rendu passant. II en resulte que la 
capacite electrostatique C2 du panneau est dechargee, 
provoquant le passage d' un troisieme courant de 
resonance dans la bobine LI, le condensateur C3 et le 
commutateur de recuperation d'energie SI. Etant donne 
que la tension aux bornes de la capacite est inferieure 
a IVSI/2, a 1' instant T5 la tension aux bornes de la 
bobine LI est superieure a IVSI/2. Ainsi, a 1' instant 
T6 de convergence substantielle du troisieme courant de 
resonance, la tension au niveau de la borne TP1 devient 
superieure a la tension zero. 

Lorsque la tensiorv au niveau de la borne TP1 
devient superieure a la tension zero a 1' instant T6, la 
diode D3 est rendue passante. II en resulte que la 
tension au niveau de la borne TP1 est maintenue a la 
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tension zero. En meme temps, le commutateur de fixation 
du niveau de la tension - S3 est rendu passant. Lorsque 
cet etat apparait, un quatrieme courant de resonance 
commence a s'ecouler dans le circuit ferme de la bobine 
5 LI, le condensateur C3, le commutateur de recuperation 
d'energie SI ou la diode Dl, et le commutateur de 
fixation du niveau de la tension S3. 

Le quatrieme courant de resonance est inverse a 
1' instant T7 . Le commutateur de recuperation d'energie 
10 SI doit etre maintenu "passant" jusqu'a 1' instant T7, 
et est mis a l'etat bloque pendant un laps de temps de 
1' instant T7 jusqu'a 1' instant T8 . En consequence, le 
quatrieme courant de resonance continue a s'ecouler 
jusqu'a 1' instant T8, et converge ensuite. Pendant un 
15 laps de temps de 1' instant T7 a 1' instant T8, le 
quatrieme courant de resonance doit s'ecouler au moins 
a travers la diode Dl . Le commutateur de recuperation 
d'energie SI peut ainsi reduire le courant a zero 
lorsque sa tension de borne correspond a la chute de 
20 tension dans la diode, et peut etre mis a l'etat bloque 
avec tres peu de perte de puissance. . 

La capacite electrostatique du condensateur de 
recuperation d'energie C3 est choisie pour etre au 
moins deux fois, de preference au moins trois fois, la 
25 capacite electrostatique C2 du panneau. Si la capacite 
electrostatique du condensateur C3 est inferieure a la 
capacite electrostatique C2 du panneau, la tension 
appliquee au cote du panneau n' est pas suffisante au 
moment de la resonance ; par exemple, la tension au 
30 niveau de la borne TP1 ne tombe pas a -VS. 

La capacite electrostatique du condensateur de 
recuperation d'energie C3 est choisie pour etre 
inferieure a 30 fois, de preference inferieure a 15 
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fois, la capacite electrostatique C2 du panneau. Si la 
capacity Electrostatique du condensateur C3 est tres 
grande par rapport a la capacite electrostatique C2 du 
panneau, le pic du deuxieme ou du quatrieme courant de 
5 resonance est augmente pour augmenter la perte de 
puissance. Certains rapports de courant de pointe sont 
indiques dans le Tableau 1. 

Tableau 1 

10 



Condensateur 
3 


Rapport de 
charge de C3 


Rapport 
temporel 
continu du 2 e 
ou 4 e courant 
de resonance 


Rapport de 
pic du 2 e ou 
4 e courant de 

resonance 


2.C2 


1 


1 


1 


4.C2 


2 


1,4 


1/4 


9.C2 


4,5 


2,1 


2,1 



L'energie de puissance qui est stockee dans le 
condensateur C3 a chaque cycle de montee ou de descente 
15 d' impulsion de recuperation d' energie est 
proportionnelle a : 

(energie d' impulsion stockee dans la capacite 
serie resultante de la capacite electrostatique du 
condensateur C3 et la capacite Electrostatique C2 du 
20 panneau) x (capacite electrostatique C2 du 
panneau) / (capacite electrostatique du condensateur C3) . 

Cela signifie que l'energie de puissance stockee 
dans le condensateur C3 a chaque cycle de montee ou de 
descente d' impulsion est reduite en augmentant la 
25 capacite du condensateur C3. 

Sans aucune impulsion generee, la tension VR aux 
bornes du condensateur C3 est determinee par 1'etat 
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d'equiiibre entre i'energie cie puissance stockee dans 
le condensateur C3 et la perte de puissance due a la 
resistance dans le circuit de recuperation de puissance 
dans ce mode de realisation & chaque temps de mont£e ou 
de descente d' impulsion de recuperation d'energie. 

A moins que la tension VR aux bornes du 
condensateur C2 soit maintenue dans VS/2, la tension au 
niveau de la borne TP1 ne tombe pas a la tension 
d' impulsions de decharge entretenue (-VS) a la fin de 
la descente de 1' impulsion, ce qui se traduit par un 
courant brusque dans le commutateur de fixation du 
niveau de la tension S4. 

De plus, a moins que la tension VR soit maintenue 
dans la limite VS/2, la tension au niveau de la borne 
TP1 ne tombe pas a la tension de masse a la fin de la 
montee d' impulsion, ce qui se traduit par un courant 
brusque dans le commutateur de fixation du niveau de la 
tension S3. 

Les temps de montee et de descente d' impulsion 
vont maintenant etre obtenus en utilisant des valeurs 
specifiques, par exemple en supposant que la capacite 
electrostatique C2 du panneau est de 10 nF, que la 
capacite electrostatique du condensateur C3 est de 100 
nF et que 1' inductance de la bobine LI est de 1 
microhenry. La capacite serie resultante de la capacite 
electrostatique C2 et de la capacite du condensateur C3 
est ainsi de 9, 09 nF. 

Dans ce cas, le temps de descente d' impulsion 
(c'est-a-dire l'intervalle de temps de 1' instant Tl a 
1' instant T2), qui vaut- la moitie du premier cycle de 
resonance, est 

TR1 = 7r{ (LI x (capacite serie resultante de C2) et 
C3)} 1 ' 2 
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= 0,30 microseconde. 
L'intervalle de 1' instant T2 a 1' instant T3 est 
inferieur au temps TR1 de l'ordre d'une decimale, et 
est par consequent sensiblement negligeable. 
5 L'intervalle de temps TR2 de 1' instant T3 a 

1' instant T4, qui est la moitie du cycle de resonance, 
est ainsi 

TR2 = it (LI x C3) 1/2 

Des calculs similaires s'appliquent au temps de 
10 montee de 1' impulsion. 

Les courants de pointe dans ce cas vont maintenant 
etre considers. En ce qui concerne le premier courant 
de pointe de resonance, en supposant que la tension 
d' impulsions de decharge entretenue VS soit VS = 200 V, 
15 la charge Ql a laquelle est chargee la capacite 
electrostatique C2 est 

Ql = C2 x VS = 2 microcoulombs . 

Dans cette charge, un courant sensiblement 
sinusoidal s'ecoule pendant une periode de 0,3 
20 microseconde. Le courant de pointe est ainsi de 9,4 
Amperes. 

En ce qui concerne le deuxieme courant de pointe 
de resonance, en supposant que la tension d' impulsions 
de decharge entretenue VS soit VS = 200 V, la charge Q2 
25 a laquelle est charge le condensateur C3 est 
Q2 « C3 x (VS/2) = 10 microcoulombs. 
Dans cette charge, un courant sensiblement 
sinusoidal s'ecoule pendant une periode de 1 
microseconde. Le courant de pointe est ainsi de 14,1 

30 Amperes. 

Dans les etats de resonance, le courant est derive 
dans les diodes Dl et D2 en parallele avec les 
commutateurs de recuperation d'energie SI et S2, et 
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ainsi ces commutateurs sent mis a 1'etat bloque sans 
perte de puissance substantielle. 

En outre, dans 1'etat stable de generation 
d' impulsions'/ le circuit de recuperation d' Snergie fait 
chuter completement la tension au niveau de la borne 
TP1 jusqu'a la tension d' impulsions de decharge 
entretenue (-VS) a la fin de la descente de 
1' impulsion. Ainsi, aucun courant brusque n'apparait 
dans le commutateur de fixation du niveau de la tension 
S4. 

Dans l'fetat stable de generation d' impulsions, la 
tension au niveau de la borne TP1 monte egalement 
completement jusqu'a la tension zero a la fin de la 
montee de 1' impulsion, et ne provoque done aucun 
courant brusque dans le commutateur de fixation du 
niveau de la tension S3. II est ainsi possible de 
reduire considerablement la perte de puissance dans les 
commutateurs de fixation du niveau de la tension S3 et 
S4 due au courant brusque et d'eliminer completement la 
generation de bruit. 

La figure 3 est un schema de circuit representant 
une construction de circuit plus specifique du premier 
mode de realisation. En reference a la figure 3, les 
commutateurs SI et S3 dans le circuit de base 
represents sur la figure 1 sont realises avec des 
transistors FET a canal P Ql et Q3, et les commutateurs 
S2 et S3 sont realises avec des transistors FET a canal 
N Q2 et Q4. 

Les transistors FET a canal P Ql et Q3 sont 
utilises car la tension de masse qui est exempte de 
variations peut etre une tension de reference pour 
attaquer la grille des transistors FET Ql et Q2. Les 
transistors FET a canal N Q2 et Q4 sont utilises car la 
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tension de source d' impulsions de decharge entretenue 
exempte de variations, qui est la tension au niveau de 
la borne TP3, peut etre utilisee comme tension de 
reference pour attaquer la grille des transistors FET 
Q2 et Q4. 

Dans le cas ou la grille des transistors FET est 
attaquee avec un transf ormateur isolateur d' impulsions 
ou similaire, des transis.tors FET a canal N peuvent 
§tre utilises pour tous les commutateurs SI a S4 . En 
outre, les transistors FET ne sont aucunement 
limitatifs, et il est possible aussi d'utiliser des 
transistors bipolaires. 

La figure 4 est un schema de circuit representant 
la construction de circuit de base d'un deuxieme mode 
de realisation de la presente invention. Ce mode de 
realisation comprend des diodes Zener ZD1 et ZD2 qui 
sont ajoutees au premier mode de realisation. 

Ces diodes Zener ZD1 a ZD2 sont prevues pour 
eviter que la tension aux bornes de la capacite 
electrostatique C2 du panneau ne chute suffisamment 
depuis la tension d' impulsions de decharge entretenue 
(-VS) dans la descente d' impulsion, ou n'augmente 
suffisamment depuis la tension de masse dans la montee 
d' impulsion, en raison de 1' augmentation de la tension 
aux bornes du condensateur C2 au-dela de VS/2. 

La tension fonctionnelle Zener aux bornes des 
diodes Zener ZD1 et ZD2 est reglee a VS/2 ou moins, de 
preference dans la plage de 7/10 a 9/10 de VS/2. 

La figure 5 est un schema de circuit representant 
la construction de circuit de base d'un troisieme mode 
de realisation de la presente invention. Ce mode de 
realisation comprend des bobines L2 et L3 qui sont 
prevues au lieu de la bobine LI dans le premier mode de 
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realisation. Avec cette construction, il est possible 
de reduire les laps de temps d'ecoulement des deuxieme 
et quatrieme courants de resonance dans le cas de la 
figure 2. 

La figure 6 est un schema de circuit representant 
la construction de circuit de base d'un quatrieme mode 
de realisation selon la presente invention. Ce mode de 
realisation comprend des resistances Rl et R2 montees 
en serie avec les diodes Dl et D2 dans le premier mode 
de realisation, respectivement . Avec cette 
construction, les pertes du circuit dans les periodes 
d'ecoulement des deuxieme et quatrieme courants de 
resonance peuvent etre stabilisees. Cela est 
particulierement avantageux en ce que la tension VR aux 
bornes du condensateur C3 peut etre stabilisees pendant 
les periodes exemptes de generation d' impulsions 
(c'est-a-dire les periodes de 1' instant TO a 1' instant 
Tl et apres 1' instant T8) . 

Comme cela a ete decrit dans ce qui precede, le 
circuit d'attaque de type a recuperation d' energie 
selon 1' invention permet de realiser un circuit 
d'attaque de type a recuperation d' energie pour 
appliquer des impulsions a une charge capacitive telle 
qu'un panneau d' af fichage, qui peut fonctionner 
rapidement et efficacement et etre exempt de courant 
brusque et par consequent exempt de pertes de puissance 
ou de generation de bruit dues au courant brusque. 

Le circuit d'attaque de type a recuperation 
d' energie selon la presente invention peut ainsi 
ameliorer l'efficacite en puissance, supprimer le bruit 
et ameliorer la fiabilite, de sorte qu' il est 
particulierement utile dans les domaines industriels. 
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Des changements de la construction apparaitront 
aux hommes du metier et diverses modifications et modes 
de realisation apparemment differents peuvent etre 
realises sans s' ecarter de la portee de la presente 
invention. Ce qui est enonce dans la description qui 
precede et les dessins d' accompagnement est donne a 
titre d' illustration uniquement. II faut par consequent 
comprendre que la description qui precede est 
illustrative et non limitative. 
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RE VEND I CAT IONS 



1. Circuit d'attaque de charge capacitive pour 
delivrer des impulsions a une charge capacitive 
comprenant : 

un circuit serie constitue d' une bobine (LI) et 
5 d'un condensateur (C3) avec une borne connectee a une 
premiere electrode (TP1) de la charge capacitive (C2) ; 

un premier commutateur (S3) de fixation de niveau 
de tension connecte a une premiere electrode de la 
charge capacitive et egalement connecte entre une borne 
10 du circuit serie et une borne du cote haute tension 
d'une alimentation en courant continu ; 

un deuxieme commutateur (S4) de fixation de niveau 
de tension connecte a une premiere electrode de la 
charge capacitive et egalement connecte entre une borne 
15 du circuit serie et une borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

un premier commutateur (SI) de recuperation 
d'energie connecte entre 1' autre borne du circuit serie 
et le c6te haute tension de 1' alimentation en courant • 

20 continu ; 

un deuxieme commutateur (S2) de recuperation 
d'energie connecte entre 1' autre borne du circuit serie 
et le c6te basse tension de 1' alimentation en courant 
continu ; et 

25 des diodes (Dl, D2, D3, D4) connectees en 

parallele aux commutateurs respectifs de maniere a ce 
que leur borne de cathode soit connectee a la borne de 
cote haute tension de 1' alimentation en courant' 
continu . 

30 2. Circuit d'attaque de charge capacitive pour 

delivrer des impulsions a une charge capacitive selon 
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la revendication 1, caracterise en ce que les 
impulsions sont delivrees a la charge reactive tout en 
recuperant l'energie inefficace de celle-ci en 
repetant : 

(a) une premiere etape consistant a rendre 
passant seulement le premier commutateur de fixation de 
niveau de tension (S3) connecte a la borne du c6te 
haute tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(b) une deuxieme etape consistant a provoquer un 
premier courant de resonance en mettant a l'etat bloque 
le premier et le deuxieme commutateurs de fixation de 
niveau de tension (S3 et S4) et en rendant passant le 
deuxieme commutateur de recuperation d' energie (S2) 
connecte a la borne du c6te basse tension de 
1' alimentation en courant continu de maniere a 
provoquer la raontee de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive depuis la 
tension a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension a la 
borne du cote basse tension de 1' alimentation en 

courant continu ; 

(c) une troisieme etape consistant a rendre 
passant le deuxieme commutateur de fixation de niveau 
de tension (S4) connecte a la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu de maniere 
a fixer le niveau de. la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 
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(d) une quatrieme etape. consistant a mettre a 
l'dtat bloque le deuxieme commutateur de recuperation 
d'energie (S2) connecte a la borne du cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu pendant un 

5 laps de temps, pendant lequel le sens du premier 
courant de resonance dans la bobine (LI) est inverse et 
un deuxieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse ; 

(e) une cinquieme etape consistant a rendre 
10 passant seulement le deuxieme commutateur de fixation 

de niveau de tension (S4) connecte a la borne du cote 
basse tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a '"fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
15 au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(f) une sixieme etape consistant a provoquer un 
troisierae courant de resonance en mettant a l'etat 
bloque le premier et le deuxieme commutateurs de 

20 fixation du niveau de la tension (S3 et S4) et en 
rendant passant le commutateur de recuperation 
d'energie (SI) de maniere a provoquer la montee de la 
tension au niveau de la premiere electrode de la charge 
capacitive de la tension a la borne du cote de basse 

25 tension de 1' alimentation en courant continu a la 
tension au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(g) une septieme etape consistant a rendre 
passant le premier commutateur de fixation de niveau de 

30 tension (S3) connecte a- la borne du cote haute tension 
de 1' alimentation en courant continu de maniere a fixer 
le niveau de la tension au niveau de la premiere 
electrode de la charge capacitive a la tension au 
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niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; et 

(h) une huitieme etape consistant a mettre a 
l'etat bloque le commutateur de recuperation d'energie 
5 (si) connecte a la borne du cote haute tension de 
1» alimentation en courant continu pendant un laps de 
temps, pendant lequel le sens du troisieme courant de 
resonance dans la bobine (LI) est inverse et un 
quatrieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 

10 inverse. 

3. Circuit d'attaque de charge capacitive selon 
rune quelconque des revendications 1 et 2, caracterise 
en ce qu' il comprend en outre un circuit serie de 
diodes Zener de deux diodes Zener (ZD1, ZD2) connectees 

15 en polarites opposees, le circuit serie de diodes Zener 
etant connecte en parallele au condensateur (C3) en 
serie avec la bobine (LI) . 

4. Circuit d'attaque de charge capacitive selon 
1'une quelconque des revendications 1 a 3, caracterise 

20 en ce qu'il comprend en outre des resistances, chacune 
montee en serie avec chacune des diodes en parallele 
avec les premier et deuxieme commutateurs de 
recuperation d'energie respectifs. 

5. Circuit d'attaque de charge capacitive pour 
25 delivrer des impulsions a une charge capacitive 

comprenant : 

un circuit serie constitue d' une premiere bobine 
(L3) et d'un condensateur (C3) avec une borne (TP1) 
connectee a une premiere electrode de la charge 

30 capacitive ; 

un premier commutateur (S3) de fixation de niveau 
de tension connecte a une premiere electrode de la 
charge capacitive et egalement connecte entre une borne 
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du circuit serie et une borne du cote haute tension 
d'une alimentation en courant continu, une premiere 
diode (D3) etant connectee en parallele au premier 
commutateur de fixation de niveau de tension, 

un deuxieme commutateur (S4) de fixation de niveau 
de tension connecte a la premiere electrode de la 
charge capacitive et egalement connecte a une borne du 
cote basse tension d'une alimentation en courant 
continu ; une deuxieme diode (D4) etant connectee en 
parallele au deuxieme commutateur de fixation de niveau 
de tension ; 

une troisieme diode (Dl) connectee a 1' autre borne 
du circuit serie et egalement connectee a la borne du 
cote haute tension de 1' alimentation en courant 
continu ; 

une quatrieme diode (D2) connectee a 1' autre borne 
du circuit serie et egalement connectee a la borne du 
cote basse tension de 1' alimentation en courant 
continu ; 

une deuxieme bobine (L2) , dont une borne est 
connectee a 1' autre borne du circuit serie ; 

un premier commutateur (SI) de recuperation 
d'energie connecte a 1' autre borne de la deuxieme 
bobine et a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

un deuxieme commutateur (S2) de recuperation 
d'energie connecte entre 1' autre borne de la deuxieme 
bobine et la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; et 

les bornes de cathode des diodes (Dl, D2, D3, D4) 
sont plus proches de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu. 
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6. Circuit d' attaque de charge capacitive pour 
delivrer des impulsions a une charge capacitive selon 
la revendication 5, caracterise en ce que les 
impulsions sont delivrees a la charge reactive tout en 
5 recuperant l'energie inefficace de celle-ci en 
repetant : 

(a) une premiere etape consistant 4 rendre 
passant seulement le premier commutateur de fixation de 
niveau de tension (S3) connecte a la borne du cote 
10 haute tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 
15 (b) une deuxieme etape consistant a provoquer un 

premier courant de resonance en mettant a l'etat bloque 
tous les commutateurs de fixation de niveau de tension 
et en rendant passant le deuxieme commutateur de 
recuperation d' energie (S2) connecte a la borne du cote 
20 basse tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a provoquer la montee de la tension au niveau 
de la premiere electrode de la charge capacitive de la 
tension a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension a la 
25 borne du c6te basse tension de 1' alimentation en 
courant continu ; 

(c) une troisieme etape consistant a rendre 
passant le deuxieme commutateur de fixation de niveau 
de tension (S4) connecte a la borne du cote basse 
30 tension de 1' alimentation en courant continu de maniere 
a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
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au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(d) une quatrieme etape consistant a mettre a 
l'etat bloque le deuxieme commutateur de recuperation 
d'energie (S2) connecte a la borne du. cote basse 
tension de 1' alimentation en courant continu pendant un 
laps de temps, pendant lequel le sens du premier 
courant de resonance dans la bobine (L3) est inverse et 
un deuxieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse ; 

(e) une cinquieme etape consistant a rendre 
passant seulement le deuxieme commutateur de fixation 
de niveau de tension (S4) connecte a la borne du cote 
basse tension de 1' alimentation en courant continu de 
maniere a fixer le niveau de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive a la tension 
au niveau de la borne du cote basse tension de 
1' alimentation en courant continu / 

(f) une sixieme etape consistant a provoquer un 
troisieme courant de resonance en mettant a l'etat 
bloque tous les commutateurs de fixation du niveau de 
la tension (S3 et S4) et en rendant passant le 
commutateur de recuperation d'energie (SI) de maniere a 
provoquer la montee de la tension au niveau de la 
premiere electrode de la charge capacitive depuis la 
tension a la borne du cote de basse tension de 
1' alimentation en courant continu a la tension au 
niveau de la. borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; 

(g) une septieme etape consistant a rendre 
passant le premier commutateur de fixation de niveau de 
tension (S3) connecte a la borne du cote haute tension 
de 1' alimentation en courant continu de maniere a fixer 
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le niveau de la tension au niveau cie la premiere 
electrode de la charge capacitive a la tension au 
niveau de la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu ; et 

5 (h) une huitieme etape consistant a mettre a 

1'etat bloque le commutateur de recuperation d' energie 
(SI) connecte a la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu pendant un laps de 
temps, pendant lequel le sens du troisieme courant de 

10 resonance dans la bobine (L3) est inverse et un 
quatrieme courant de resonance s'ecoule dans le sens 
inverse. 

7. Circuit d'attaque de la charge capacitive selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 6, caracterise 

15 en ce que les commutateurs de fixation du niveau de la 
tension et les commutateurs de recuperation d' energie 
sont des transistors a effet de champ (FET) ou des 
transistors bipolaires. 

8. Circuit d'attaque de la charge capacitive selon 
20 l'une quelconque des revendications 1 a 7, caracterise 

en ce que la charge capacitive est un panneau 
d'affichage a plasma ou un panneau electroluminescent. 

9. Circuit d'attaque de la charge capacitive selon 
l'une quelconque des revendications 1 a 8, caracterise 

25 en ce que la capacite electrostatique du condensateur 
(C3) est globalement comprise entre 2 et 30 fois la 
capacite electrostatique de la charge capacitive. 

10. Circuit d'attaque de charge capacitive pour 
delivrer des impulsions a une charge capacitive (C2) 

30 comprenant : 

un premier circuit parallele comprenant une 

premiere diode (D3) ayant une cathode connectee a une 

borne du cote haute tension d'une alimentation en 
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courant continu connectee en parallele a un premier 

commutateur (S3) ; 

un deuxieme circuit parallele coiaprenant une 
deuxieme diode (D4) ayant une anode connectee a une 
5 borne. a tension plus basse (TP3) de 1' alimentation en 
courant continu connectee en parallele a un deuxieme 
commutateur (S4) ; 

un premier circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie avec les premier et deuxieme 
10 circuits paralleles ; 

un troisieme circuit parallele comprenant une 
troisieme diode (Dl) ayant une cathode connectee a une 
borne du cote haute tension d' une alimentation en 
courant continu connectee en parallele a un troisieme 

15 commutateur (SI) ; 

un quatrieme circuit parallele comprenant une 
quatrieme diode (D2) ayant une anode connectee a une 
borne a tension plus basse (TP3) de 1' alimentation en 
courant continu connectee en parallele a un quatrieme 

20 commutateur (S2) ; 

un deuxieme circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie avec les troisieme et quatrieme 
circuits paralleles ; 

un troisieme circuit serie constitue d' une bobine 
25 (LI) et d'un condensateur (C3) connectes entre les 
points de connexion des premier et deuxieme circuits 
serie ; 

caracterise en ce que la charge capacitive (C2) 
est connectee entre le point de connexion serie du 
30 ' premier circuit serie- et la cathode de la premiere 
diode (D3), la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu est connectee a la 
cathode des premiere (D3) et troisieme (Dl) diodes, et 
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la borne de plus basse tension de 1' alimentation en 
courant continu est connectee aux anodes des deuxieme 
(D4) et quatrieme diodes (D2) . 

11. Circuit d'attaque de charge capacitive selon 
la revendication 10, caracterise en ce que les premier 
et troisieme commutateurs sont des transistors FET a 
canal P et les deuxieme et quatrieme commutateurs sont 
des transistors FET a canal N. 

12. Circuit d'attaque de charge capacitive selon 
la revendication 10, caracterise en ce que deux diodes 
Zener dont les anodes sont connectees ensemble sont 
connectees en parallele au condensateur du troisieme 

circuit serie. 

13. Circuit d'attaque de charge capacitive selon 
la revendication 10, caracterise en ce que chacune des 
troisieme et quatrieme diodes a une resistance 
connectee en serie avec elle. 

14. Circuit d'attaque de charge capacitive pour 
delivrer des impulsions a une charge capacitive 
comprenant : 

un premier circuit parallele comprenant une 
premiere diode (D3) ayant une cathode connectee a une 
borne du cote haute tension d' une alimentation en 
courant continu connectee en parallele a un premier 

commutateur (S3) ; 

un deuxieme circuit parallele comprenant une 
deuxieme diode (D4) ayant une anode connectee a une 
borne a tension plus basse (TP3) de 1' alimentation en 
courant continu connectee en parallele a un deuxieme 

commutateur (S4) ; 

un premier circuit serie comprenant un circuit a 
connexion en serie des premier et deuxieme circuits 
paralleles ; 
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un deuxieme circuit serie comprenant une troisieme 
diode ayant une cathode (Dl) connectee a une borne du 
cote haute tension de 1' alimentation en courant continu 
et une quatrieme diode (D2) ayant une anode connectee a 
une borne a tension plus basse de 1' alimentation en 
courant continu ; 

un troisieme circuit serie constitue d'un 
troisieme commutateur (SI) et d'un quatrieme 
commutateur (S2) connecte entre les bornes basse 
tension et haute tension ; 

un quatrieme circuit serie constitue d'une bobine 
(L3) et d'un condensateur (C3) connectes entre les 
points de connexion serie des premier et deuxieme 
circuits serie ; 

une bobine (L2) connectee entre les points de 
connexion serie des deuxiemes et troisiemes circuits 
serie ; 

caracteris6 en ce que la charge capacitive (C2) 
est connectee entre le point de connexion serie du 
premier circuit serie et la cathode de la premiere 
diode (D3), la borne du cote haute tension de 
1' alimentation en courant continu est connectee a la 
cathode des premiere (D3) et troisieme (Dl) diodes et 
au troisieme commutateur (SI), et la borne de plus 
basse tension de 1' alimentation en courant continu est 
connectee aux anodes des deuxieme (D4) et quatrieme 
(D2) diodes et au quatrieme commutateur (S2) . 
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